1. a) %) Numa tecnologia single well o bulk de todos os NMOS é comum, é o

‘ D ~Psus substrato, logo, quando polarizamos um, polarizamos todos. E devido a
S . . ~ . ,
77— []-n* isso queremos polarizar sempre com a menor tensao disponivel no
R circuito, para garantir que ndao temos correntes no bulk diode. Logo

I:l - PoLy l:’ _METY ligamos todos a ground.
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Além disso S e D sdo apenas diferenciados por qual tiver a tensdo maior (Vs > Vd)

() Self Aligned é a técnica que permite facilitar a colocagao de algumas layers com auxilio de layers ja existentes.
Por exemplo criagdo de difusdes com auxilio dos gates. Ou seja, como o Poly é colocado antes de serem criadas as difusoes,
podemos usar os gates do CMOS como parte da mascara que ira gerar as difusGes. Da mesma forma existe o salicide (self
aligned silicide) que faz recurso da active area para se alinhar automaticamente
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3. a) y= A+ BCP Pull dotim Pl Up A minimizagdo da area vem de termos uma
V= ha+8cD Y= Atbed = A-(BrE+D) Unica difusdo N+ e uma Unica difusdo P+,
) Comatats o o v com os gates alinhados. Ora as Unicas
| ~ . ~ .
Cmm\y\ A s 8 Voo solugbes que garantem isto sdo os caminho
PU l%); ‘ c 2 b de Euler consistentes. Dai irmos a procura
deles
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Comminhay : Para a minimizacdo do Delay, basta
o) M;,,,,,,J,b,,,, oulayy @@ B c D @ cedD O @ ¢ B A® minimizar a capacidade parasita do né de
(@) & owdwiwo 41 Y @G ¢ »A|ED ¢ Do AB bc|¢ DB #* gaidadaportaldgica (Y). Para tal vamos
& Vs o v Uy qun feman CpDAB|RB ADC : c Bb|br < : querer minimizar o numero de vezes que
DABCclcB Ab c PB&BDC passamos por Y, visto que ao fazer isto
Abcsg|lrcop A

minimizamos o metal que temos a saida,
[5-97 ABCD eu DCB A \I&!Ao‘o! @ @ q

logo teremos menos capacidade.
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Vop = 200 mV
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<€) A frequéncia de oscilacdo é definida pela quantidade de corrente disponivel para a alimentacdo dos inversores que compdem
o oscilador. Ou seja, se a corrente disponivel for pouca, vamos demorar mais tempo a carregar os gates dos transistores,
como tal, vamos demorar mais tempo a inverter. Se tivermos mais corrente, podemos carregar os gates mais rapidamente
tendo como tal um intervalo de tempo menor e por isso uma maior frequéncia. Logo ao controlar a saida dos espelhos de
corrente podemos controlar quanta corrente alimenta os inversores, controlando assim a frequéncia. Além disso, mais
corrente levard a uma tensao de alimentagdo maior dos inversores, logo o nosso delta V vai aumentar, o que também leva ao
aumento da corrente, ou seja, 0 aumento da tensdo leva também ao aumento da frequéncia. Estes dois fendmenos sao
complementares.

4)Os quatro transistores na saida s30 importantes para por o clock entre Vdd e Vss. Ou seja, devido a utilizagdo de espelhos de

corrente na alimentacdo, a saida do oscilador sera limitada por Vdd - V(consumido no espelho), logo esses 4 transistores
servem para repor o nivel maximo a Vdd.
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